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Deutsehsprachige Obersetzung der Beschreibung 

der Europ&ischen Patentanmeldung Nr. 95 302 505.3-2214 

des Europ&ischen Patents Nr, 0 678 932 



10 Die vorliegende Erfindung betrifft eine Treiberachaltung 
zur Vervendung als I,ED-Treiberschaltung ftir Anzeigeein~ 
richtungen, Indikatoren oder LED- Drue Jeer kOpf e, als I>as©r- 
quellen-Treiberschaltung £ttr Gerate mit optischen 
Flatten, Belichtungsgerate zur IC-Herstellung oder Laser- 

15 drucker, oder als Treiberschaltung far Xichteiaittierende 
Elemente der optischen NachrichtenUbertragung. 

Treiberschaltungen far lichtemittierende HaXbleiter- 
elemente in Form von lichtemittierenden Dioden (LED) and 
20 Halbleiterlasem aind in zvei Kategorien eingeteilt: eine 
Schaltung mit gemeinsamer Kathode und eine mit gezuein~ 
samec Anode. 

Bei der Schaltung mit gemeinsamer Kathode bzw» Kathoden- 
25 Grundschaltu*^ ist die Kathode eines lichtemittierenden 
Elementes an eine Referenzspannungsquella mit: niedrigem 
Potential und die Anode an eine Konatantstromquelle 
angeschlossen. 

30 Bei der Schaltung mit gemeinsamer Anode bzw, Anoden- 
Grundschaltung 1st die Anode sines lichtemittierenden 
Elementes an eine Ref erenzspannungsquella mit hohem 
Potential und die Kathode an einen Schalter-Schaltkreis 
und eine Konstantstromquelle angeschlossen. 



Ein Beispiel der ersteren Schaltung ist in der offenge- 
legten japanischen Patontanmeldung Nr. 2-296 382 



i 
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offenbart, Der letztoren Schaltiung wird in 2ukunft eine 
grttftere Beddutung zugesprochen, da ihr« Schaltge- 
schwindigkeit hoher als die der ersteren Schaltung ist. 

5 fig. 1 stellt ein Sehaltbild eines Beispiels einer 

herkommlichen Treiberschaltung fur ein lichtemittierendes 
Halbleiterelement dar . 

Gsiftafi Fig* 1 untfaftt diese Treiberschaltung als Differenz- 
10 stufe geschaltete Bipolartransistoren 1 und 2, einen mit 
einem konstanten Strom arbeifcenden Bipolartransistor 3, 
ein lichtemittierendes Halbleiterelement 4, einen Wider- 
stand 5 r ein© Xnduktivitat 6 der den Bipolar transistor 
sum Ansteuern des lichtemittierenden Halbleiterelementes 
15 und das lichtemittierende Halbleiterelement verbindenden 
Leitung, eine Induktivlt&t 1 der das lichtemittierende 
Halbleiterelement und eine Energiequelle verbindenden 
Leitung, eine Sperrschichtkapazitat 8 des licht- 
emittierenden Halbleiterelementes , Kollektor-Emitter 
20 Kapazitaten 9 und 10 der jeweiligen Bipolartransistoren 1 
and 2 und eine Basis~Kollektor Kapazitat 11* des Bipolar- 
transistors 3. 

Geraaft Fig. 1 sind bei dieser durch eine herk5mmiiche 
25 integrierte Halbleiterschaltung realisierten Treiber- 

schaltung des lichtemittierenden Halbleiterelementea die 
Emitteranschlfcsse der als Dif £ erenzstuf e verschalteten 
fcipolartransiatoren 1 und 2 mit dem kollektoranschlud de3 
Bipolar trans is tors 3 verbunden, der vom gleichen 
30 Leitf ahigkeitsstyp ist und als Konstantstromquelle 
arbeitet . 

Jedoch ist bei einer Anordnung wie beispielsweise gema& 
dlesem in Fig. 1 gezeigten Stand der Technik der Strom- 
as slgnalverlauf sum Ansteuern einea lichtemittierenden 
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Halbleiterelementes in einigen Fallen merklich vereerrt. 

Fig. 2 1st eine Darstellung zur Erlauterung des 
Mechanlsmus, durch den der Ansteuerstrom far das licht- 
5 emittierende Halbleitereieroent bei deio Aufbau geiaa& Fig* 
1 verzerrt wird, Dieser Mechanismus ist nachstehend niit 
Bezug auf Fig- 2 beschrieben. 

Das licht emittierende Halble iter element 4 mufi mit einer 
10 hohen Geschwindigkeit mit einero konstanten Strom von 

ungefahr einigen wenigen Milliampere bis 100 Milliaitipere 
geschaltet werden. Es sei angenommen, dafc der Wert dieses 
konstanten Stromas I ist und die Werte der Induktivitaten 
6 und 7 jeweils Ll und L 2 sind- t sei die Zeit, wahrend 
15 der der Transistor 1 von dem auageschalteten Zustand 
ausgehend eingeschaltet wird und der durch das licht- 
emittierende Halbloiterelemeat 4 flie&ende Strom von ixn 
Wesent lichen Null an den konstanten Stromwert I erreicht, 
wobei sich durch diese Stroroanderung in den Indulc- 
20 tivitaten 6 unci 7 jewel la oneugte gcgenelektromotor i ocho 
Spannungen Vi und Va zu 

v x +> Is t * S/t, v 2 « 1*2 * I/t 

ergeben. 

25 

V a vrird an den Basisanschluii des Transistors 3 ttber die 
Kollektor-Emitter Kapazitat 9 des Transistors 1 und die 
Basis-Kollektor Kapazitat H des Transistors 3 uber- 
tragen, Gleicherroaften wird V* an den Basisanschluft des 
30 Transistors 3 ttber die Sperrschichtkapazitat 8 des licht- 
emittierenden Halbleiterelementes 4 und die Kapazitacen 9 
und 11 ttbertragen- 

Die Steilheit g TO der Bipolartransistoren 1st nachstehend 
35 ausgedrUckt durch: 
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jj*, « 3/c /dVkfi - qh t kT 

Das heiftt, eine ftnderung des an den Basisanschlufi anga- 
5 legten Potentials erzeugt eine ebenso grofce Anderung des 
Kollektorstroms. Bei diesem herkBmralichen Aufbau wird 
daher eine in der Leitungsinduktivitat auftretende 
Potentialschwankung an den Basisanschluft des bei einem 
konstanten Strom betriebenen Transistors 3 Ubertragen, 
10 wodurch der Kollektor Strom, d^h. der Ansteuerstrom- 

Signalverlauf des lichtexnittierenden Halbleiterelementes, 
verzerrt wird* 

Diese Ver2errung des Signalverlauf s zeigt sich durch 
15 Oberschwingen oder flachschwingen . Falls ein Oberschwingen 
stattfindet, wird ein lichtemittierendes Halbleiter- 
element beeintrachtigt , was folglich die Lebensdauer 
eines das lichtemittierende Halbleiterelement ver- 
wendenden Produktes cedu^iert . 

20 

Beispiele von Techniken zur Vermeidung dieses Verhaltens 
sind durch Schaltungsanordnungen gemaft Fig* 3 und Fl£* 4 
dargestellt. Gemafe Fig. 3 ist eine Dampfuiigsschaltuhg aus *// 
einem Widerstaod 12 und einem Kondensator 13 zusatziich 

25 extern dero Gehause bereitgesteilt, das eine treiber- 
schaitung fttr das lichtemittierende Halbleiterelement 
enthalt. Gemafi Fig* 4 sind die als Dif ferenzstuf e 
verschalteten Emitter sowie die Basis und der Kollektor 
des mlt einem konstanten Strom arbeitenden Transistors 

30 als Anschietsse herausgefuhrt, und eine Spule 14 Oder ein 
Kondensator 24 wird zur Stabilisierung des konstanten 
Stromes eingeftigt. 

Die Technik gemaB Fig. 3 vexzogert jedoch die Anstiegs- 
35 Zeit aufgrund des Widerstandes und des Kondenaators, 
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welche zur Seseitigung von Oborschwingen verwendet 
werden, was zu einer Verringerung der Ansteuerf requenz 
fdhrt. 



5 Bei der Technik gem^fl Fig. 4 wirci die Anzahl der 

Gehauseanschlusse und die Anzahl der Teile vergro&ert* 

Geroaft Fig, 3 und 4 sind AnschluJiklentmen mit 19, 20, 21 
und 22 bezeichnet- 

10 

Eine Treiberschaltung mit den in dem Oberbegriff des 
beigefttgten Patentanspruches 1 angeftthrten Merkmalen ist 
jeweils in den Oruckschriften US-A-4 539 686 und US-A-4 
709 370 offenbart- In der ersteren wird eine geregelte 
15 Vorspannungs-Stromquelle parallel za dem Schalttransistor 
der aus dem Bipolartransistorpaax bestehenden Dlfferenz- 
stufe an das lichtemittierende Element angeschlossen, um 
einen Modulations Strom aufzuheben und somit ein Ober- 
schwingen des Stroras beim Schalten zu beseitigen* 

20 

Die vorliegende Erfindung beabaichtigt , eine Treiber- 
schaltung fur ©in lichtemittierendes Ha Ible it ere lament 
2um Anstreiern eines lichteroittierenden Halbleiter- 
elementes mit einem stabilen Ansteuerstrom durch 
25 Beaeitigung der Verzerrung <ies Ansteuerstrom~signalver- 
laufs far das lichtemlttierende Halbleiterelement zu 
realiaieresn, wodurch eine Beeintrachtigung des licht- 
emittierenden Halbleiterelementes vermieden wird und die 
Produktlebensdauer erhoht wird. 

30 

Die Treiberschaltung der vorliegenden Erfindung iat 
dadurch gekennzeichnet, da& die Konstantstromquelle aus 
einer Vielzahl von parallel geschalteten MOS-F£T-Treiber- 
transistoren besteht, deren Drainanschlu^ae an den 
35 Emitteranschltissen der Bipolartransistoren angeschlossen 
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sind, wobei jeder der MOS-FET-Transistoren eine an dessen 
Gateele tetrode angeachlossene jeweilige Zeitkonstanten- 
schaltung aus einem Widerstand und einem Kondensator 
auf weist - 

In der foeigefugten Zeichnung zeigen: 

Fig- 1 ein Schaltbild einer herkSramlichen Treiber~ 
schaltung fur ein lichtemittierendes Halbleiterelement r 

Fig. 2 eine Dajratellung von Spannunga- und Stromsignal- 
verlSufen an einzelnen Knoten bei Betrieb der Schaltung 
gemafc Fig- 1, 

15 Fig. 3 ein Schaltbild einer weiteren herkdmmlichen 
Treiberschaltung , 

Fig. 4 ein Schaltbild noch einer weiteren herkdiamlichen 
Treiberschaltung , 

20 

Fig. 5 ein Schaltbild einer Treiberschal tung far ein 
lichtemittierendes Halbleiterelement , die einen IPrototyp 
gemaft einem bevorzugten Ausf uhrungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung darstellt, 

25 

Fig. 6 eine Darstellung zur Beschreibung von Spannungs- 
und Stromsignalverlaufen an einzelnen Knoten, bei Betrieb 
der Schaltung gemaa Fig. 5, 

30 Fig, 7A bis 7C eine Darstellung von Stromsignalverlaufen 
der Treiberschaltung far das lichternittierende Halb- 
leiterelement und von Spannungssignalverl&ufen am Gate 
des NMOS Konstantstrom-Transistors, 

35 Fig. 8 ein Schaltbild einer Treiberschaltung gemaft einem 
bevorzugten Ausf Ghrungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung, 
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Fitf. 9 eine Schnittansicht eines Abschnittes eines das 
bevorzugte Ausf tthrungsbelspiel realisierenden Treiber- 
schaltungs -Chips, 

5 

Fig. 10 eine Schnittansicht eines weiteren Abschnittes 
des Treiberschaltungs~Chips genial Fig. 9, and 

Fig. 11A und 11B schematische Darstellungen der 
10 Anordnungen von Systemen, bei denen die Treiberschaltung 
der vorliegenden Erflndung angewendet werden kann. 

Das bevorzugte AusfUh rungs bei spiel der vorliegenden 
Erfindung und ein entsprechender Prototyp ist nachstehend 
15 ausfilhrlich unter Bezugnahme auf die Zeichnung 
beschrieben* 

Der grundlegende Aufbau der Treiberschaltung umfafit einen 
Bipolartransistor, dem ein Steuersignal zur Steuerung der 
20 An3teuerung eines lichtemittierenden Elementes zugeftthrt 
wird, und eine Konstantstromquelle rum Versorgen des 
Bipolartransistors mit einem Jconstanten Strom, 

Wenn ein Einsch>4tsignal an den Basisanschlufc des 
25 Bipolartransistors angelegt wird, wird der Bipolar- 
transistor eingeschal-tet und ein Strom flieftt zwischen 
seinem Emitter und seinem Kollektor, Dieser Strom zur 
Ansteuerung des lichtemittierenden Elemented wird von der 
Konstantstromquelle bereitgestellt. 

30 

Bei diesem nachstehend ausftthrlich beschriebenen Prototyp 
ist die Treiberschaltung eine integrierte Halbleiter- 
schaltung mit als DiC ferenzstuf e geschalteten Bipolar- 
transistoren und einem MOS-Transistor auf dem selben 
35 Substrat, wobei die als Dif f erenzstufe geschalteten 

Bipolartransistoren als Schalter-Schaitkreis verwendet 
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werden und ein lichtemittierendes Element an den Bipolar- 
translator angeschlossen 1st und von diesem angesteuert 
wird- Bei dieser Schaltung 1st eine elnen MOS~Tranaistor 
verwendende Konstantatronischaltung an die als Differenz- 
5 atufe geschalteten Bipolar transistors angeschlosaen. Mit 
diesem Aufbau 1st es mdgiich, Oberschwingen und Nach- 
schwingen des Ansteuerstroms in der Treiberschaltung fur 
das lichtemittierende Element durch Stouerung des 
Ansprechverhaltens der Konstantstromquelle unter 
10 Verwendung eines MOS-Transistorst mit einer kleinen 
Steilheit zu unterdrucken. 

Beim Betrleb werden den BasisanschlOssen der jeweiligen 
als Dif ferenzatufe verschalteten Bipolartranaistoren 
15 komplementare Signale zugefuhrt* Der an daa licht- 
emittierende Element angeschlossene Bipolartransiator 
wird geschaltet, ohne dabei in die sattigung zu gelangen. 
Dies erlaubt es, einen Strom mit hochater Geschwindigkeit 
zu schalten, 

20 

Bei der Treiberschaltung des bevorzugten Ausf (Shrungs- 
beispiels 1st eine Vielzahl von MOS-Transistoren parallel 
geschaltet. Bei einem WOS w Transistor r wie be isp i & 1 svi i ae 
einem in der gleichen integrierten Schaltung wie Bipolar- 

25 transistoren hergestellten, wie es gemafi der vorliegenden 
Erfindung der Fall ist, handelt es sich mit Ausnahme 
solcher durch einen apeziellen Herstellungsprozeea 
hergestellte, wie beispielsweise Leistungs-MOS- 
Tranaistoren, im wesentlichen urn einen der in einer 

30 Logikschaltung verwendeten Bauart. Daher ist der Strom, 
den der MOS-Transistor handhaben kann, ttblicherweise IpA 
oder kleiner. Bin sehr gro&er MOS-Transistor ware notig, 
urn einen Strom von einigen mA bis 100 mA zur Ansteuerung 
fOr ein lichtemittierende 3 Halbleiterelement zu erhalten. 

35 Die durch Simulation erhaltenen Ausmafie eines derartigen 
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MOS-Transistors betragen 2000pm far cite Gate-Breite und 
3pm fur die Gate-Lange. Ein MOS-Transistor dieser Grofce 
kann nicht langer al3 konzentrlertes Element: angesehen 
warden, da die Stromdichte in dem Transistor schwanken 
5 wurde, Um dies zu verhindern, werden eine Vielzahl von 
MOS-Transistoren parallel gescbaltet. 



Zusatzlich ist eine entsprechende aus einem Widerstand 
und einem Kondensator gebildete Zeitkonatantenschaltung* 

10 die in derselben integrierten Schaltung wie jeder als 

Konstantstromquelle verwendete MOS-Transistor ausgebildet 
wird, an dem Gateanschluft des entsprechenden M0S- 
Transistors angeschlossen* Mit dlesem Aufbau kann der 
Signalverlauf des Gate-Potentials geateuert werden, da 

15 die Zeitkonstante optimiert ist. Folglich ist es moglich, 
einen Hochgeschwindigkeits-Stromsignalverlauf ohne Ober- 
schwingen und Nachschwingen zu erhalten* 

Die Treiberschaltung kann als IC auf* einem einzigen Chip 
20 unter Verwendung von bekannten IC-Herstellungsprozessen 
realisiert warden. Es ist ebenfalls moglich, die 
Schaltung unter Verwerdung eines Verbindungshalbleiters 
wie beispiels.weise Galljjamarsenid oder Indiurophosphid 
herzustellen. Wenn difc -Treiberschaltung unter Verwendung 
25 des gleichen Verbindungshalbleiters wie bei einem licht- 
emittierenden Element hergestellt wird r ist es ohne 
weiteres moglich, beide auf einem ein2igen Chip zu 
integrieren. 

30 Fig. 5 stellt ein Schaltbild elnes Prototype einer 

Trelberschaltung far ein lichtemittierendes Halbleiter- 
element dar. Gemaii Fig, 5 sind npn-Transistoren 1 und 2 
als Dif ferenzstufe verschaltet, Ein NWOS-Transistor 3 
weist einen an dem g ©me ins amen Emitteranschlufc der npn- 

35 Transistoren 1 und 2 angeschlossenen DrainanschluG auf 
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und arbeitet mit einem konstanten Strom, Ein licht~ 
emittierendes Halbleiterelement 4 weist eine Kathode auf, 
die an den Kollektoranschluli dea npn-Transistors 1 uber 
eine parasitare Leitungainduktivitat 6 angeschloasen ist. 
5 Ein als Last verwendeter Widerstand 5 1st an dem 

Koilektoranschiufc des npn-Transistora 2 angeschlossen, 
Eine parasit&re Induktivit&t 7 ist aufgrund der Leitung 
zwischen der Anode des lichteraittierenden Halbleiter- 
elementes 4 und einer als Referenzspannungsquelle mit 

10 hohern Potential verwendeter) Energieversorgung 15 

vorhanden, Das lichtemittierende Halbleiterelement 4 
weist eine Sperrschicht-Kapazitfit Cj 0 auf * Die npn- 
Transistoren 1 und 2 weieen jeweils Emitter-Kollekfcor- 
Kapazitfiten 9 und 10 auf. Der bei einem kon3tanten Strom 

15 betriebene NMOS-Transistor 3 weist eine Drain-Gate- 

Kapazit&t 11 auf > Ein AnschluB eines Widerstandes 12 ist 
an dem Gate~Anschlu& des NMOS-Transistors 3 und an einem 
AnschluB eines Kondensators 13 angeschlossen. Der andere 
Anschlufc des Widerstandes 12 ist an die Gate- und 

20 Kollektoranschiusse eines NMOS-Transi3tors 14 zum Anlegen 
eines Vorspannungs- Potential s angeschlossan- Der andere 
AnschluB des Kondensators 13 ist an ein Masse^Potential 
16 als Referen2-Spannungsquelle mit niedrigem Potential 
angeschlossen- Invertierer 17 und 18 fuhren den Basis- 

25 anschliissen der als Dlf f erenzstuf e verschalteten npn- 
Transistoren komplementare Schaltaignale 

Konatantstroinquelle 19 fahrt dem NMOS-Translstor 14 einen 
konstanten Strom zu. 



30 Fig. 6 stellt eine Darstellung von Spannungs- und 

Stromsignalverl&ufen an einselnen Knoten der Schaltung 
gemSB Fig. 5 dar. Die Arbeitsweise dieaer Schaltung iat 
nachstehend unter Bezugnahme auf Pig. 6 beschrieben. 

35 Der Invertierer 17 fuhrt dem Baaisanschlu.fr des npn- 
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Transistors 1 ein Signal mit hohem Pegel zu, und der 
Invertierter 18 fuhrt dem Basisanschlufi des npn™ 
Transistors 2 ein Signal mit niedrigem Pegel zu. Folglich 
1st der npn-Transistor 1 eingeschaltet und der npn~ 
5 Transistor 2 let ausgeschaltet. Der Kollektorstrom des 
npn-Transitor 1, d*h, der Ansteuerstrom fur daa licht- 
eroittierende Balbleiterelement, andert sich nach einer 
bestiittmten Zeit t von 0 auf einen Drain-Strom I des bei 
konstantem Strom arbeitenden NMOS-Transistors 3. Wis 

10 durch (a> und <b) gema& Fig. £ gezeigt, erzeugt die 
Stromandexung I wahrend der Zeitdauer t aufgrund der 
parasitaren induktlvitaten 6 (~Ia> und 7 (-L 2 > jeweils 
gegenelefctroraotorische Spanaungsimpulse L 2 *I/T und 
L a *I/T. Diese gegenelektromotorischen Spannungsimpulse 

15 werden uber die Sperrschichtkapazitat 6 des lieht- 

. emittierenden Halbleiterelementes, die Emitter^Kollektor- 
Kapazitat 9 des npn-Transistors 1 und die Gate-Drain- 
Kapazitat 11 des HMOS-Transistors 3 an den Gateanschlufc 
des NMOS-Transiators 3 ubortragen. Potent ialschwankungen 

20 an den Emitteranschiaasen der npn-Transistoren 1 und 2 
sind in Fig. 6 <e) veranschaul icht , d.h. jeweils durch 
einen durchgezogenen Signclverlauf , der durch 
kompieitientare Ansteuer sign ale an dera Basisanschlufi 
erzeugt wird, und durch einen gestrichelten Signal- 

25 verlauf, der sich aus den gegenelektroxnotorischen 

Spannungsimpulsen zusaaimensetzt, gezeigt* Folglich wird 
der gestrichelte Potential-Signalverlauf gem&B Fig- 6 <f) 
an dem Gateanschlufi des NM05-Transistors erzeugt. 

30 Die Steilheit g m des HMOS-Transistors wird durch 



dargestellt, 

wobei Xp den Drainstroro, u rt die Elektronenbeweglichkeit, 
35 Cox die Gate-Kapazitat , W die Kanalbreite und I* die 



jt. 
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Kanaliange darstellen. 

Die vorstehend angefuhrte Gleichung zeigt, da& die 
Steilheit eines MOS-Transistors vie! kleiner als die 
5 dines Bipolartransistors ist* Dies sagt aus, daB der 
Einfluft einer Potentialschwankung am Gateanschlufl bin- 
sichtlich einer Anderungen des Drainstroras klein ist. 

Ferner sind in.dieser Schaltung der Widerstand 12 und der 
10 Kondensator 13 an dem GateanschluA des tJMOS-Transistors 3 
anges Chios sen. Folglich wird das Verhalten des Gate- 
Potentials durch eine Zeitkonstante x=*Cg*Hg gesteuert. Das 
heifit, das Gate-Potential sprieht auf Hochgeschwind±g~ 
keitsimpulse mit der Zeit konstante x an, 

15 

Die Fig. 7A bis 7C zeigen die An ateuer- Stroma ignal- 
verlaufe far das lichtemittierende Halbleiterelement und 
die Gatespannungs-Signalverlaufe, die jeweils durch 
Anderung der Zeitkonst&nte erhalten werden, welche durch 

20 den Wider stand 12 und den Kondensator 13 ausgebildet ist/ 
wobei der Widerstand 12 und der Kondensator 13 an dem 
Gateanschlufc des rait einem konstanten Strom arbeitenden 
NMOS-Transistors 3 angeachlossen $lnd. Die Fig- 7A bis 7C 
zeigen, da£ bei geeigneter Anpassung der Zeitkonstante 

25 ein Stromsignalverlauf frei von Oberschwingen und Nach- 
schwingen erhalten werden kann. 

Falls die Ausmafce eines einzelnen NMOS -Trans is tors 
vergroftert werden, una deh notwendigen Anstauerstrom zu 
30 erhalten, ist der Strom ungleichmaftig verteilt, und es 
ist nicht moglich, den Transistor als konzentrierte 
Komponente zu betrachten bzw. zu behandeln, Somit wird es 
schwierig, den Schaltungsentwurf 2u optitnieren* 

35 Bei detn bevorzugten Ausf Uhrung3beispiel der Erfindung 
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wird der einzelne M03-Transistor 3 des Prototyps durch 
oino Vielzahl von parallel geschaiteten MOS-Transistoren 
ersetzt, die einzeln in einer Vielzahl von aktiven 
Bereichen auf einern Si-Substrate ausgebildet und durch 
5 einen feldisolierenden dielektrischen SiO* Film isoliert 
sind. 

Bevorzugtes Ausftihrungsbei spiel 

10 Fig* 8 stellt ein Schaltbild einer Treiberschaltung far 
ein lichtemittiereades Halbleiterelement gemafl dem 
bevorzugten Auaftthrungsbeispiel der vorliegenden Er- 
findung dar- Bei diesem Ausf Uhrungsbeispiel ist eine 
Vielzahl von NMOS -Trans ist or en 31, 32, 33, 3n 

15 parallel geschaltet, und ein Widerstand 41, 42, 43, 

...,4n und ein Kondensator 131, 132, 133, 13n sind 

jeweils an dem Gateanschlufc dar MOS-Transistoren 
angeschlossen, 

20 Oeder MOS-Transistor wird als parallele Konstantstrom- 
quelle verwendefc, die an die Emitteranschlttsse der als 
Di££erenzstufe verschalteten Bipolartransistoren ange- 
schlossen ist, 2usatzlich iat eine-.entsprechende Zeit- 
konstantenschaltung aus elnem Widerstand und einem 

25 Kondensator an jedem Gateanschlufc der MOS-Tranaistoren 
angeschlossen. Folglich ist: es durch geeignete Auswahl 
einer ZeitkonstanHen roSglich, einen Stroxnimpuls-Signal- 
verlauf ohne Obersehwingen und Nachschwingen zu erhalten. 

30 Da das lichtemittierende Halbleiter.e lament durch einen 

atabilen Ansteuerstrom angesteuert wird, wird das Element 
nicht beeintrachtigt. Dies fOhrt zu einer tatsachlichen 
Erhtfhung der Lebensdauer des Produktes . 

35 Fig. 9 stellt eine Schnittansicht eines Abschnittes eines 
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IC-Chips dar r in dem die Treiberschaltung des bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiels auagebildet 1st. GemaA Pig. 9 sind 
lediglich ein Bipolartransistor BPT und zwei MOS- 
Txansistoron MOS veranschaulicht, wahrend auf die Dar- 
5 stellung anderer Komponenten wie beispielsweise eine 
Schutzschicht ver2ichtet wird. Die Teile bzw. Bestand- 
telle gemafc Fig. 9 sind ein p-Typ Silliziumsubstrat 201, 
ein n*-Typ-Subkollektor bzw. vergrabener Kollektor 202, 
eine p-Typ~Wanne 203, eine n~-Typ Epitaxialschicht 204, 
10 eine p~Typ~Basisregion 205 und eine n*-Typ-Emitterregion 
206. 

Die beiden NMOS-Transistoren MOS waisen jewella ein 
Source/Drain 207 und 208 sowie ein Gate 210 auf. Ein 
IS feldioolierender Film 209 isoliert die Elemente. 

Bine Kollektorleitung 211 des Bipolartransistors 1st an 
dem Ansehluft eines licht emit tier enden Elementes ange- 
achlossen. Die Basisleitung 212 dient als Eingabe- 
20 an&cbluB/ und eine Leitung 213 verbindet eine Konstant- 
stroniquelle mit dexa Bipolartransistor . Eine Masseleitung 
214 ist an die Ref erenzspannungsquelle mit niedrigem 
Potential angeschloasen. 

25 Fi$. 10 stellt eine Schnittansicht eines Abscbnittes 
eines IOChips dar, in dem eine Reihenschaltung eines 
Widerstdndes R und dines Korvdensators C auagebildet ist. 

Bei dieser Reihenschaltung gemaft Fig- 10 warden n*-Typ- 
30 Dif fusionsschichten 221 und 222 ausgebildet, und eine 

Reihen-Verbindungsleitung 215 verbindet den Widerstand R 
mit dem Kondensator C. Die Schaltung umfaflt ebenfalls 
eine Isolationsschicht 230. 

35 Die Treiberschaltung wird auf einem einzigen Chip gemafc 
Fig. 9 unter Verwendung von als BiMOS-Prozess oder 
BiCMOS-Prozess bezeichneten Herstellungsverf ahren 
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hergestellt. Eine Reihenschaitung gemaft Fig. 10 wird 
ebenfalls monolithisch mit der Treiberschaltung 
Integriert , 

5 Die Fig* 1IA unci 11B veranschaulichen Beispiele von 
Systeraen, die die Schaltung der vorliegenden Erfindung 
verwenden. Fig. 11A zeigt eine Druckeinrichtung und Fig. 
11B zeigt ein optischas Nachrichtenubertragungs system. 

Die Druckeinrichtung gemafe Fig. 11A umfa&t sine licnt-* 
empfindliche Trommel DKM, eine Reinigungaeinrichtung CLN, 
eine Ladeeinrichtung CGR, eine die Treiberschaltung der 
vorliegenden Erfindung verwendende Belichtungseinheit 
EXP, eine Entwicklungseinheit DVLP und einen Auf- 
zeichnungatrager P. 

Die Entwicklungseinheit EXP verwendet ein licht- 
eraittierendes Element in Form einer regelraa&igen 1*SD^ 
Anordnung Oder einer Laserdiode und bildet Latentbilder 
20 auf der lich temp find lichen Trommel unter Verwendung von 
l*icht dea Xichteraifctierenden Elementes aus. 

Bei dem NachrichtenUbertragungssystem geroaa Fig. 11B 
umfafit die Obertragungsseite eine Laserdiode LD a Is 
25 lichtemittierendes Element und einen fonder SYS1 mit 
einer Treiberschaltung/ und die Empf engsseite umfafct 
einen Photodiodensensor PHD und einen Empf anger STS2 . 

Eine Lichtleitfaser OFR 1st ebenfalls bereltgestellt . 

30 

Die Treiberschaltung fur das lichtemittierende Element 
wird in dem Sender SYS1 angewandt. 
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Deutschsprachig^ ttbersetzung der PatentansprUche 
5 der EuropSischen Patent a nmeldung Nr. 95 302 SOS* 3-2214 
des Europaischen Patents Nr. 0 678 982 



10 Patent an^prtioh* 

1* Treiberachaltung zur Ansteuerung eines 
lichtemittierenden Eletnentes/ wobei die Schaltung eine 
integrierte Schaltung ist, mit 

15 einer Konstantstromquelle (3) mit einem FET- 

Treibertransistor (31) # und 

einem Paar Bipolartransistoren (1, 2), deren 
Emitteranachlusse an die Konsfcantstromquelle 
angeschlossen sind, urn einen Konstantsfcrom-Dif f erenz- 

20 schalter zur Steuerung und zur Ansteuerung des an einen 
Kollektoranachluft von einem der Bipolartransistoren (1, 
2) angeschlosaenen und durch diesen angesteuerten 
lichtemittierenden Elementes (4) bereitzustellen, 
dadurch gokonnxeichnet , dafl 

25 die I'onstantstromquelle (3) aua einer Vlelzahl von 

parallel gHschalteten MOS-FET-Treibertransistoren (31, 
32 r ~1be stent, deren DrainanschlOsse an den 

Emitteranschltissen der Bipolartransistoren (1/ 2> 
angeschlossen sind, wobei jeder der MOS-FET-Transistoren 

30 eine an dessen Gateelektrode anqeschlossene jewsilige 
Zeitkonstantenschaltung aus einem Widerstand (41,. 42, 
-,-> und einem Kondensator (131, 132, .--) aufweist. 

2. Schaltung nach Anspruch 1, wobei jeder der M03- 
35 Transistoren (31, 32, einzeln auf einem dxirch einen 

f eldisolierenden Si0 2 Film <209> getirennten aktiven 
Bereich (203) auf einem Si Substrat (201) gebildet 1st, 

3- Schaltung nach Anspruch 1, die auf dem selben Substrat 



* 
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{201) wie das lichtemit/tierende Element (4) und mit 
diesem integriert ausgebildefc ist. 
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